SF 225 -
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistor fir
HF-Verstarker fir LMK-Vor- und ZF-Stufen

in Emitterschaltung.

Bauform 7 E-Line C-E-B | p
Wéarmewiderstand Rihje < 0,5 K/mW

Grenzwerte glitig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso =40V Piot (Do <25 OC) o ’ 200 mWw
Uceo. =25V & -40°C...+4100 °C .-
Ueso = 4V 3 +125 °C

Ic = 25 mA

Elektrische Kennwerte (flir 9 = 25 °C - 5K)

Icso (bei Ucs == 40 V) < 0,5uA

U(sr)ceo')(bei Ic = 1 mA) =25 V

Urieo (bei I =10 pA) = 4V

Is (bei Uceg == 10V Ic = 1 mA) <25 uA

—C12e (bei Uce =10V, lc=1mA, < 0,6 pF
f = 10,7 MHz)

F (bei Uce =10V, lc=1mA, < 5 dB
f = 200 MHz, Rg = 300 Ohm).

fr (bei Uce =10V, lc=1mA, typ. 500 MHz
f == 100 MHz) 4

lhot b | (be: Ucg =10V, lc=1mA, typ. 29 ps

o f=230 MHz)

h21 & (bei Uce = 10V, Ic=1mA) (typ. 70) = = 40

1) Messung erfolgt impulsmdaBig



